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MEMORTA DESCRIPPIVA

La presents invenoién se refiere & un proceaimiente
pare el pulimento andiico del oobre, y se refiere més ese
pacialmente al empleo de un electrolite acuoso que se oome
pone ae doide fosférice, &cido ordmice y agus en el pulie
mento endaico del cobre.

Varias composiciones de elsotrolito hmm sido propues~
tss pars el tratamiente andiico del aobre.

Se ha desscubierto no obstante que puede emplearss son

resultados sstisfaotorios en el pulimento andiico del co=
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bre un electrolito acuoso oompussto de &cido feaféricoe,
&s1d0 orémice y agua, como ingreiientes esenciales. Man=
toniendo las proporciones relativas de estos ingredientes
dentro de oiertos 1f{mites, que han sido determinslos, puse
den producirse pulimentos muy satisfaotorios del cobre ree
sultando las superficies obtenidas relativamente superioe
res & las que pusien obtenerse mediente operasicnes de pue
1ide o lustrado, en 1o que se reofiere a la ausencia de oae
pas amorfes y de huellas meoénicas.

Oonatituye, por lo tante, una finelidsd importante de
1a invencién establecer un electrolito gque contengs &oile
fos2érico, doido ordmico y agus dentro de oiertos limites
bien definidos en cuante a sus proporocicnes relativas, des-
tinado a ser empleado en el pulimento andiico del eobre y
de las aleaciones de cobre para darle wna superficie muy
lustrose. _

Otra finalidad importante de la invencién es estable=
cer un proceiimiento para el pulimento andiioce del ocobre,
empleando un electrolite de nueva oomposicidn que es eficas
dentro de un amplio margen de densidades de carriente ande
dios y de temperaturas.

Otras y més importantes finalidades de la invenoién
se hardn patentes de las explicaciones de la presente mee
moria y del aibujo adjunto. ,

Ia invenoién (en su forms preferida) queds ilustraia
en el didujo y se adesoribe méa detallademente en los p&u‘;
fos aiguientes.

Bl aibujo es wn dlagrama triangular que indica las proe
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poreiones relstivas de Scido fosférico, foido erdmisce y
agua iart las compesiciones de 6lectrolito gque entran deme
tro del ouairo de la invenoién.

Bn dicho diagrams 1os 12d0s respectives del tridngulo
indican los porcentajes de focido fosfiérieo (Hz20,), de sgus
(2g0) ¥ ae 80140 ordmioce (CrOg) de O &l 200 %. 4 base ae
los datos experimentales, se han determinado las proporeie-
nes relativas de £cido fosférice, &oido ordmice y agua que
conatituyen composiociones de electrolite que son eficaces
pars el pulimenso anbdiso del codre. XL &rea gue represen-
ta las composiciones de eleotrolito eficaces estd delimita-
da en el aiagrams por las liness de traso fuerte, iB, 3O,
CD y DA. Dentro del fres as{ delimitads, ouslquiera come
posioién que se elija resultaré eficss en el procedimien~
to descrito a oontinuacién para el pulimento andiice del
sebre, ) '

Se ha descublierto, sin embargo, que oo objeto de obe
tener los mejores resultaios en el pnnmonto,dcbo man tener~
se el ouairg de proporoiones del #cido fosférieco, del doie
40 ordmice y del agus dentre de limites algo més estreohos,
y éatos quedsn representalos en el disgrawa por el &rea ge-
limitada por las 1lfness B8, BF y ls lines FR de¢ puntes y
rayas. 1Las composioiones de eleotrolito preferidas oem
respecto & las proparciones relativas de &oido fosfirieo,
doiae ordmice y agus, se enouentran dentro de esta érea
més reducida gue gueda totalmente inoluida en el mayer cam-
PO de la primersa.

ia leatura 4e un 4disgrama ocomo el que =e acompafis se
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eoup?tndo féoilmente, pero daremos las siguientes indiose
oines a fin de que guede me jor explicada, X1 punto indie
eado en ol disgrama por lsa letra A, por ejemple, indies la
oomposicidn qus comprenis 1 % de doido fosférioco, 65 % de
d01a0 orémico, y el resto walgo manos de 35 %we de agﬁa.;
el punto indicado por la letra B, una ocomposicién que come
prende 85 % ae doido .f.oatér:loo',‘ alrededer de 0,1 % de dsie
3o orémico y el resto e»algo menos de l5f=e de sgua; el
punto indicado por la letra O una composioién que comprene
ae 10 % ae doido fostérioo, 0,1 % de &oido ordmico y 90 %
d- sguai ¥y el punto indicado por le letra D, una oompos
sicién que cemprende sproximadaments 0,1 % de doldo fosfée
rico, 10 % ae &cido ordmico y 90 % de sgua; el punto inw
aicado por la letra B una composicién que comprende 50 %
de &cidao fosrdrico, 26 % de foidc orémico y 24 % de agua y
el punto representade por la letra F uns composioidn gque come
prende alrededor e 20 % de dociae fosfdrice, 0,1 % de doie
a0 orémice y algo menos de 80 % de sgus. ‘

"~ Se obssrvaré que el centenido mdximo de 4oido fostde
rico es 86 4 y el mfnimo 0,1 % el contenido méximo de
doid0 oréuioco es 66 £ y ol minimo alrededor de 0,1 %; ¥
el contenido méximo de agus es de 90 ¥ ¥ ol minimo 13 %,
Loa limites preferidos de composicién mon de 20 & 85 %
de £cido fosférico; ae 0,1 a 39 % ae doido ordmice; y
de 13 & 80 4 de agus. TLos poraentajes &e los tres ingree
dientes, no obstante, son interdependientes, y deben eme
oontrarse dentro de les dreas descritas mfs errida pars

obtener los mejores resultaios.



81 bien el disgrama adjunto indica los porcentajes
relativos de fcido fosfirieo, dcide orémico y agua en mn
datie constituide econ estos tres componantes, algunos bae
fios pusden contener ademés otros ingreadientes tales como
otros doidos y o males. No obatante segin el aiagrama
las proporcicnes relstivesen que el #cido fesférico, el doie~
4o orémico y el agua deben entrar en cada composicidn es ine
dspendiente e los elementos no esenociales gue entren 6n el
bafie. _

Asf, por ejemplo, al componer un electrolito para el
pulimento anddico del eobre, se poiris escoger el punto X
del diagrama como bafio inclufde dentro del éres de compoe
siciones Jreferidas. ILa composicidn representeds por die
eho punto X serfa ae 60 % ge doldo fesfsrico, 10 % de &oiao
orémico y 30 % de agua. Durante el cursc del empleo de ai-
cho bafio en el pulimento electrolitico del cobre, la compo-
sicién del bafio guederfs necesariamente alterada, debido s
1a disolueién andaica de eobre pulide en el mismoe También
poaria hader algin cambio en el conteniqo de aguasy por eojeme
plo un aumente debido & la absorcién por el bafio de humee
ds2 de 1a atmésfers, o mna disminuecidn debida & evaporacién
de sgus de lu superficie del bafie, & descemposicifén del
agua por la accifn oleatfolitios oa p&ram de agua en el
bafio por ser ésta arrastrada en los gases desprendidoes adel
mismo.

A pesar de los csmbios gque pueden osurrir en la compo-
siocidn durante un use continuaio, si los porcentajes relae
tivos de éoiao fosrfériea, &cido ordmico y aguas, expresadoes



en porcentejes en peso del peso total de sole dichos tres
ingredientes de la composicidn del bafio, permanecen den=

tro del éres delimitads por las lineas EB, BF y FR, el bae
fio meguiré funcionando satisfactoriamente. Afn en caso de que
1a composiocidn del bafio fuese sltersda durante el ourso de
la operacién de modo tal gue gquedars comprendids dentro del
éres menos preferida delimitads por las lineas AR, RBF, X¢,

CD y DA el dafio seguiria funoionanio,sunque no tan satisface
torismente. ‘

Por asensiguiente, ouando loa porcentajes relativos de
dcido foafdrico,fcide ordmico y agua de una determinads come
posicidén del bafio se encuentrsn dentro de una u otra de las
dreas preferida o menos preferids delimitasdas en el ungrﬁu
triangular,se entiende que dicha composicidn del dbafio entrs
dentro del margen de la invenoidén,aungue contengs otros dcidos
distintos del fosfdrico y del ordmice y asunque sontenga una
cantidad substancial de sales metilicas.

Bn lugar de 4cido orémico pueden emplearse oromatos y
bioromatos soludbles, los cusles deben consijerarse como los
equivalentes d=1 &cido erémice partiendo de una base estolie
quiomtrica. Le expresién “"equivalente de foido ordmico”
euzpleads en esta memoria y“on las goivindicaoiones oomp}gn-
de, por oconsiguiente, el propio doido orémice (0r0y) ¥ los
pescs equivalentes estoiquiométricemente de oromatos y die
cromatos solubles.

Del mismo modo, en lugar de £cido ortofosférico, puee
den emplearse otros dolios fosfériocos, tales como &cidos
mets y pirofosférices, los ouales deben consijerarse como

inclufdos en el términe éoido fosférico.
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Bn el procedimiento para el pulimentoe anddico del
eobre mediante el emplec de un bafio de ane composioidn
indioada como apropiada segin el disgrama triangular ade
Junto, el cobre u objeto que tenga la superficie de sos
bre se dispone como énodo en un dbafio ae la composioidén
escogids, y e hace pssar por el mismo una corriente de
densidad suficiente dursnte un lapso de tiempo también
suficiente para producir el grado deseads de lusire o pue
limento en la superficie detdlica. Empleando wn electroe
1ito que tenga una composioidn somprendids dentro de 1es
&rean preferidas delimitades en el diagrama triangular
aijunto, se obtiene pronto una superficie muy lustross,
espejada, REsata superficie muy lustrosa que puede obte=-
nerse mediante el procedimiento gue constituye la invene~
cidn, empleando un electrolito de composicidén preferias,
es una oaracteristios importante del mismo, y es la que
distingue claramente el acabado conseguido de los produe
oidos anteriormente en la limpleza electrolitios del cobre.

Ia formacién de superficies muy pulidas y lustrosas
estd indudablemente asocisda oon la presencia de una pelie
cula polarizante en la superfiocis del cobre durante el pro-
oeso de disolucidn anddisca. La naturaleza de esta pelicula
es tal que queda reducido al minimo el ataque selectivo del
eobre durante todo el transourso del tratamiento. Ia diso-
lusién anddiics tiene lugar aparentemente en un grado relae
tivanente elevado y son un coeficiente elevado 4de polarisa-
eién anddioa, oon el resultado de que dicha disolueidn andaie
o de motal sotda para nivelsr las superficies cristalinas



del mimmo y producir un acabaldo espejado. Estas eondicioe
nes no prevalecen en el simple tratamiento elecsrolitice
de limpieza oconocidc hasta la fecha.

~Oon objeto de obtener los mejores resultajes en un
lapsoc de tiempo raocionsal, es preferible emplear densidae
des de corriante relativemente elevadms, tales como las
del orden de magnitud de 11 a 56 amperios por am3 Debe
ocbservarse, no obstante, gque pueden emplearse densidales
de corriente inferiores, ain tan bajas como la de 5,6 ame
perios por am®, con la consiguiente prolongacién del tieme
PO de tratamiento. También pueden emplearse densidades
de oorriente més elevedas, tan altas oomo 13 de 220 aumpe=
rios por am®, pero semejantes aemnsidsdes implican por 1o
general corrientes de meyor intensidad que requieren mn
equipo més costese. Rl lapso de tiempo necesario para
conseguir los resultados deseados depende de la magnitud
de las densjdedes de corriente empleadss, y hasts oierte
punto de las carscteristicas del cobre y también Ze las
ocondicianes de ls superficie inicial del scobre. Al pulie
mento de las superfiocies &speras requieren naturslmemnte,
nds tiempo que ol de las relativamente suaves.

Con cualquiera de las composiciones de electrolitoe
que se encuentran dentro del frea preferida, delimitaaa por
las liness XB, BRF y M2 del aiagrams trisnguler adjunto, se
obtienen oxcelentes pulimentos del cobre cuando el metal
es empleado oomo énodo & uns densidsd de corriente de 65
amperios por cantimetro ousdrado sontinwando el tratamieme
to durante un periodo 40 1 1/2 & 18 minutos, 2 una tempers=~



tura del bafio slrededor 4e 13 a 772 C. Por regla general,
la femperatura del bafio puede mantenerse en cualquier grae
do comprendide entre la del ambiente y la de ebullicién ael
agua, pero las temperatursas alrededor de 372 G, resulteamn
mny satisfeotorias.

De la desoripoidn que antecede resultard masnifiesto
que se ha logrado establecer con la presente invencién wn
procedimiento que permite obtener pulimentos muy lustrosos
del cobre. Dicho procedimiento permite obviar los inomves
nientes de los antiguos métodos de pulimento mecénico y hace
posible la producoidn ae auﬁorﬁohs de cobre que quedan
exentas de huellas mecénicas, empafisdos y "batidos™ y que
son superiores a las que pueden obtenarse ;on los f:rocou.
mientos de pulimente mecéniso.

Debe observarse, naturalmente, que pueien variarse vee
rios detalles del procedimiento demtro de un amplio margen
sin apartarse de los principios de la inveneidn, y que por
esonsiguiente no se desea limitar la patente que s3e solicita
mis de lo que corresponde al alcance de las reivindicaciones

gue se formalan a ocontinuszoidne
NOTA

Por 1a patente de invencién a que se refiere la pree
sente memoria descriptiva se REIVINDICA la propledad y la
explotacién exclusiva de:

le= Un prooedinienfb para pulimentar el sobre que
aonsiste en hacer desempefisy a dicho metal la Funcidn gde
énode en un elestrolito que contenga esencialmente doiado
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foardrice, éoide orémico y agua en concentraciones varise
bles. .

2.~ Un procedimiento para pulimentar el cobre tal
como el especificadio em 1, caraoterizado poxr el hecho Qe
‘utilizer en el electrolito cencentraciones ocemprendidas
entre 0'1 y 85 por 100 ds &oide fosfdrice, entre 0'1 y
65 por 100 de &cido orémico y entre 13 y 90 por 100 de
agua. )

3.+ Un procedimiento para pulimentar el cobre tal

oomo el especificado en 1, oarscterizado por el hecho
de emplear en el eleotrolito oconcentraciocnes de 60 por
100 de doido fosfirico de 10 por 100 de &cido ordmico y
de 30 por 100 de agua. o

4o Un procedimiento para pulimentar el cobre tal
oomo el especifioado en 1, ocaraocterizado por el hecho de
emplear densidedes de oorriente oomprendidas entre 0'3 y
330 smperios por deci{metro ocuadrade. ‘

5.~ Un procedimiento para pulimentar el cobre tal
como el especifioado en 1, oaracterizado por el hecho de
emplear densidades de corriente comprendidss entre 1l y
110 amperios por decimetro cuadrado & una temperatura
comprendida entre el ambiente y 100 graios centigraios.

6.~ Un procedimiento para pulimentar el sobre tal
oomo el especifioaio en las reivindiocasciones anteriores,
caracterizado por el hecho de emplear uns densidad 4e coe
rriente aproximaiamente de 55 amperios por decimetro cuse
drado & uns temperatura commrendids entre 15 graios centie
grados y 77 graios cent{graios durante de un minuto y mee
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410 8 12 minutes. ,

7.» n procedimiento para pulimentar el oobre tal
esomo el especificadio en las reivindicaciones enterioe
res, caracterizaio por el hecho de utilizar foiao fosfde
rieo bajo su forma de “orto®¥.

8.e Un procedimiento para pulimentar el cobre tal
como el eapecificado en las reivindicaciones anterioe
res, caracterizado por el hecho de utiliszar éoido fosfée
rieso bajo su forma “"mets".

9 Un proooaiﬁienta pars pnliﬁantar al ocbre tal
como el especifieaio e las reivindicaciones anteriares,
carscterisedo por el hecho de utilisar &oido fosférico
bajo su forma “piro¥.

0.« Un pr;eediﬁiento pars rulimentar el cobreo t&l
oomo el especificaio en las reiviniiocaciones anteriores,
caracterizado por el hecho de substituir el &oido orémi-
oo propiamente diche (Cr0z) por oromatos y bioromatos
solubles, en pesos estoquiométricamente equivalentes.

1l.~ La propiodad y la explotacidn exclusiva del ob~
jeto de la patente, sean cuales fueren las ocircunstancias
que eonowrran con su esenoialiaad definida en las anterioe
res reivindiocasciones, ocual objeto es:

"Un procedimiento para el pulimentado anddioo del

eobr;§.

-

Consta
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Consta la presente memoria 4e doce hojas foliadas,
esoritas por una sola cars.

Barcelona, 30 de Diciembre de 1947,
Pe Do de: Soocidtéd JACQUEP HISPANO=SUIZA,
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